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Die Höchstintegration (VLSI) von Halbleiterschaltungen machte die 

computerunterstützte Simulation für den Entwurf moderner 

Bauelemente zur unbedingten Notwendigkeit, im besonderena weil 

experimentelle Untersuchungen sehr zeitraubend, oft auch sehr 

teuer und manchmal überhaupt nicht durchführbar sind. Die 

bislang veröffentlichten analytischen Modelle für Halbleiter

bauelemente beruhen auf gewissen Annahmen, die zumeist derartige 

~lysikalische Einschränkungen bedeuten, daß nur eine sehr 

begrenzte Analyse und Vorhersagbarkeit der elektrischen 

Eigenschaften erzielt werden kann. 

Um nun moderne Halbleiterbauelemente in einer brauchbaren Weise 

beschreiben zu können, ist man gezwungen numerische Modelle mit 

höherer Genauigkeit zu verwenden. Aus diesem Grund wurden 

international diverse Programmpackete entwickelt, welche die 

fundamentalen Halbleitergleichungen (Poissongleichung, 

Kontinuitätsgleichungen) in selbstkonsistenter Weise fUr eine 

gegebene Bauelementkonfiguration in zwei oder drei 

Ortsdimensionen numerisch lösen. 

Die der numerischen Simulation zugrundeliegenden physikalischen 

Modelle mit ihren Vereinfachungen und Parametern werden erläutert 

und diverse inherente Probleme aufgezeigt. Die grundsätzlich 

Verwendung findenden 

Durch · Simulation 

numerischen. Verfahren 

erzielbare Ergebnisse 

werden 

werden 

skizziert. 

an Band 

didaktischer, aber dennoch praktischer Beispiele zur Diskussion 

gestellt. 
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